Sys przyrząd elektron

A. wg możliw ster mocą: 1.bierne(rezystory stałe i regul, kondensat, elem indukcyj, elem piezolelktrycz; 2.czynne(lampy, duody półkrzew i tranzystory, tyrystory)

B. wg rozróżnialności i dostępności do elem składowych (przyrz dyskretne, ukł scalone, przyrz funkcjonalne)

Mat półprzewodnikowy: 1.mat o rezystywności pośredniej między dielektrykami a metalami (10-6…106 Ωm); 2.mat, których właściwości elektrycz (rezystywność) silnie zależą do: temp, promień, koncentracji domieszek; 3.mat o szerokości pasma zabr <5eV (1eV=1,6*10-19J)

Sys cemiczna pp: 1.pierwiastkowe (IV gr: Si, Ge, C; tranzystory, ukł scal); 2.zw chem (a. IV-VI; b. III-V; c.II-VI); 3. kryształy mieszane  

Struktura krystaliczna mat pp

Sieć krystal- uporządkowanie atomów w postaci regul sieci o periodycznie powtarzalnych w przestrzeni komórkach

1.mat bezpostać

2.mat krystaliczne (polikryszt, monokrysz, nanokryszt)

Defekty sieci krystal
1.punktowe (luka węzłowa-wakans, brak atomu lub jonu w sieci krystalicznej; atom międzywęzłowy; atom podstawnieniowy-obcy atom w węźle)

2.liniowe (dyslokacje:śrubowe, krawędźowe)
3.powierzchnia

Energetyczny model pp (Si) pasmowy


[image: image1]
Wg – meale(brak), pp(2-5 eV), izolatory(>5 eV)
Wg – Si(1,1 eV), Ge(0,7 eV), GaSi(1,35 eV)
Poziom Fermiego (en Frrmiego – WF)
1.max en elektronu w T=0

2.en elektr w T>0, której prawdopodobieństwo posiadania wynosi 0,5

3.śr en swobodnego elektronu (liczona na jeden elektron

f(W)-prawdopod posiadania przez elektron en W
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kT=0,026 eV dla T=300K

WF-poj stat a nie wielk fiz

Nośniki prądu w pp
1.pp samoistny
Rekombinacja, generacja par elektron – dziura

n-koncentracja wolnych elektr

p-koncentr dziur

n=p=ni(w pp samoistnym)

Położenie poziomu Fermiego – w pp samoistnym w pobliżu środka pasma zabronionego
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Nv, Nc- efektywne koncentracje stanów energetycznych
m*p, m*e- masy efektywne (są miarą bezwładności nośników poruszających się w sieci krystalicznej pp)  dziur i elektr
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Obowiązuje zasada makroskopowej neutralności elektrycznej pp w stanie równowagi.

Gęstość ładunku przenoszonego: 
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Wg=Wc-Wv





Pasmo walencyjne Wv





Pasmo przewodnictwa Wc
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P asmo  zabronione  Wg  
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